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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【公開番号】特開2012-131964(P2012-131964A)
【公開日】平成24年7月12日(2012.7.12)
【年通号数】公開・登録公報2012-027
【出願番号】特願2011-11155(P2011-11155)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ  11/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/20     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/202    (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/03     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/55     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ  11/00    　　　Ｅ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｔ   1/202   　　　　
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｌ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｇ
   Ａ６１Ｂ   6/03    ３２０Ｓ
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３００Ｑ
   Ｃ０９Ｋ  11/55    ＣＰＦ　

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月6日(2012.6.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の結晶相と、
　前記第一の結晶相よりも屈折率が大きい第二の結晶相と、を備え、
　互いに同一面上に位置しない第一の面と第二の面とを有するシンチレータであって、
　前記第二の結晶相は、前記第一の面の一部の面から前記第二の面の一部の面まで連続し
て存在していることを特徴とするシンチレータ。
【請求項２】
　前記第一の結晶相は、前記第一の面の一部の面から前記第二の面の一部の面まで連続し
て存在していることを特徴とする請求項１記載のシンチレータ。
【請求項３】
　前記第一の結晶相が、前記第二の結晶相中に位置していることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載のシンチレータ。
【請求項４】
　前記第一の結晶相の形状又は前記第二の結晶相の形状の一方が、柱状又は板状であるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載のシンチレータ。
【請求項５】
　柱状若しくは板状である前記第一の結晶相又は柱状若しくは板状である第二の結晶相を



(2) JP 2012-131964 A5 2012.8.23

複数有し、該複数の結晶相が前記第一の面又は前記第二の面に沿って周期的に配置されて
おり、その周期が５００ｎｍ以上５０μｍ以下であることを特徴とする請求項４に記載の
シンチレータ。
【請求項６】
　前記第二の結晶相が、放射線励起によって発光することを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項に記載のシンチレータ。
【請求項７】
　前記第一の結晶相および前記第二の結晶相を構成する材料の組成は、共晶点における組
成であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載のシンチレータ。
【請求項８】
　前記シンチレータは発光中心としてＴｌ，Ｉｎ，Ｇａの少なくとも一つを含有すること
を特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載のシンチレータ。
【請求項９】
　前記第一の結晶相または第二の結晶相の一方の相の主成分がＣｓＩであることを特徴と
する請求項１～８のいずれか１項に記載のシンチレータ。
【請求項１０】
　前記一方の相にＲｂＩ、ＣｓＢｒ、ＲｂＢｒのいずれかを更に含有し、該含有量が、Ｒ
ｂＩにおいては該一方の相における組成で０ｍｏｌ％より多く２０ｍｏｌ％以下、ＣｓＢ
ｒにおいては０ｍｏｌ％より多く５０ｍｏｌ％未満、ＲｂＢｒにおいては０ｍｏｌ％より
多く１０ｍｏｌ％以下の範囲であることを特徴とする請求項９に記載のシンチレータ。
【請求項１１】
　前記第一の結晶相または第二の結晶相の他方の相が、ＮａＢｒ，ＮａＣｌ，ＮａＦ，Ｋ
Ｃｌのいずれかを含有することを特徴とする請求項９また１０に記載にシンチレータ。
【請求項１２】
　前記第一の結晶相または第二の結晶相の一方の相の主成分がＮａＩであることを特徴と
する請求項１～８のいずれか１項に記載のシンチレータ。
【請求項１３】
　前記第一の結晶相または第二の結晶相の他方の相が、ＮａＦ、ＮａＣｌ、ＲｂＩ又はＣ
ｓＩのいずれかを含有することを特徴とする請求項１２に記載にシンチレータ。
【請求項１４】
　前記第一の結晶相または第二の結晶相の一方の相の主成分がＲｂＩであることを特徴と
する請求項１～８のいずれか１項に記載のシンチレータ。
【請求項１５】
　前記一方の相にＣｓＩまたはＲｂＢｒを更に含有し、該含有量が、ＣｓＩにおいては該
一方の相における組成で０ｍｏｌ％より多く２０ｍｏｌ％以下、ＲｂＢｒにおいては０ｍ
ｏｌ％より多く５０ｍｏｌ％未満の範囲であることを特徴とする請求項１４に記載のシン
チレータ。
【請求項１６】
　前記第一の結晶相または第二の結晶相の一方の相の主成分がＣｓＢｒであることを特徴
とする請求項１～８のいずれか１項に記載のシンチレータ。
【請求項１７】
　前記一方の相にＣｓＩ、ＲｂＢｒ、ＣｓＣｌのいずれかを更に含有し、該含有量が、Ｃ
ｓＩにおいては該一方の相における組成で０ｍｏｌ％より多く５０ｍｏｌ％以下、ＲｂＢ
ｒにおいては０ｍｏｌ％より多く２５ｍｏｌ％未満、ＣｓＣｌにおいては０ｍｏｌ％より
多く５０ｍｏｌ％未満の範囲であることを特徴とする請求項１６に記載のシンチレータ。
【請求項１８】
　前記第一の結晶相または第二の結晶相の一方の相の主成分がＲｂＢｒであることを特徴
とする請求項１～８のいずれか１項に記載のシンチレータ。
【請求項１９】
　前記一方の相にＲｂＩまたはＣｓＢｒを更に含有し、該含有量が、ＲｂＩにおいては該
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一方の相における組成で０ｍｏｌ％より多く５０ｍｏｌ％以下、ＣｓＢｒにおいては０ｍ
ｏｌ％より多く１５ｍｏｌ％以下の範囲であることを特徴とする請求項１８に記載のシン
チレータ。
【請求項２０】
　前記第一の結晶相または第二の結晶相の他方の相が、ＮａＦ、ＮａＣｌ、又はＮａＢｒ
のいずれかを含有することを特徴とする請求項１４～１９のいずれか１項に記載にシンチ
レータ。
【請求項２１】
　前記第二の結晶相の主成分が、ＢａＩ２、ＢａＢｒ２、ＢａＣｌ２、ＳｒＢｒ２、Ｓｒ
Ｃｌ２のいずれかであることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載のシンチレ
ータ。
【請求項２２】
　前記シンチレータは発光中心としてユーロピウム（Ｅｕ）、セリウム（Ｃｅ）、タリウ
ム（Ｔｌ）、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）の少なくとも一つを含有することを
特徴とする請求項２１に記載のシンチレータ。
【請求項２３】
　光検出器と、前記光検出器に対向して配置されたシンチレータとを有する放射線検出器
であって、
　前記シンチレータが請求項１～２２のいずれか１項に記載のシンチレータであり、該シ
ンチレータは、前記光検出器に前記第一の面または前記第二の面が対向するように配置さ
れていることを特徴とする放射線検出器。
【請求項２４】
　前記光検出器と前記シンチレータとが、直接ないし１層以上の保護層を介して対向配置
されていることを特徴とする請求項２３に記載の放射線検出器。
【請求項２５】
　第一の結晶相を構成する材料と第二の結晶相を構成する材料とを溶解する工程と、
　溶解された第一の結晶相を構成する材料と第二の結晶相を構成する材料とを一方向に沿
って凝固させ、シンチレータとして用いる共晶体を形成する工程とを有することを特徴と
するシンチレータの製造方法。
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